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[背景] 

安価なガラス基板上に電子線蒸着非晶質 Si 

(a-Si) 膜を堆積し、Xe ランプからのミリ秒台

の瞬間放電光を利用したフラッシュランプア

ニール (FLA)により結晶化させることで、膜

厚 µm 台かつ大粒径結晶粒からなる多結晶 Si 

(poly-Si)膜の形成が可能である[1]。これまで

我々は、ガラス側からの FLAでも a-Si 膜の結

晶化が可能であり、また反射防止膜として窒

化 Si (SiNx)膜を使用することで、結晶化に要

するパルス光エネルギーの低減が可能である

ことを見出した[2]。今回は、形成される poly-

Si の形状や粒径への影響を調査したので報告

する。 

[実験手法] 

ガラス基板と a-Si 膜の間に、反射防止膜とし

て PECVD で 70–80 nm の SiNx膜を形成した

試料と形成していない試料に対し、ガラス基

板側から FLAを行った。SiNx膜の無い試料に

ついては、膜側からのFLAも行った。FLAは、

Ar 雰囲気中で、プレヒート温度 500 °C、照射

強度 7–19 J/cm2、照射時間 7 msのパルス光を、

各試料に 1 度だけ照射した。その後ラマン分

光法により、FLA後の Si 膜の結晶化の有無を

評価し、また、結晶 Si ピークの半値幅とラマ

ンシフトを比較した。さらに、後方散乱電子

回折(EBSD)法により結晶粒の形状と大きさ

を観察した。 

[結果] 

Fig. 1 に、形成した poly-Si 膜の EBSD 像を示

す。観察したすべての poly-Si 膜は、少なくと

も数十 μm の長さを有する細長い結晶粒から

なることがわかる。この特徴は、poly-Si が液

相爆発結晶化により形成されたことを示唆し

ている[1]。この結果から、SiNx膜の存在およ

びフラッシュランプパルスの照射方向は、

poly-Si 膜の構造に大きな影響を与えないこと

が明らかになった。 
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Fig. 1 EBSD ND color maps of poly-Si films 

formed from (a) a-Si/glass, (b)glass/a-Si, and 

(c)glass/SiNx/a-Si structures. 
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